POLARIZACION TBJ

Obtener las corrientes IC, IB, e [E vy las tensiones VBE Y VCE del transistor TBJ.
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ANALISIS DE CORRIENTES Y
TENSIONES - MALLAS
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REGIMENES TBJ

MODO ACTIVO DIRECTO
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SUPONEMOS QUE EL TRANSISTOR SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL
REGIMEN DE MODO ACTIVO DIRECTO
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Datos:

VeEion) = 0.7V
G = 200

Vi = 100V

Vep = 4V

RESOLVEMOS

Utilizando la expresion de la malla | obtenemos el valor de IB
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Utilizando la expresion de la malla Il e IC obtenemos el valor de VCE
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VERIFICAMOS M.A.D

Recordamos las condiciones de M.A.D vy las analizamos:

Vee > Vogsa = 0,2V
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2. 12V = 0.2V
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Corroboramos que nuestro TBJ frabaja en
MODO ACTIVO DIRECTO




PASOS A SEGUIR PARA POLARIZACION

1. Planteo corrientes y tensiones de circuito

2. Obtengo las expresiones de las mallas que lo componen

3. Supongo régimen de Modo Activo Direction (Ic = 3IB)

4. Resuvelvo

5. Verifico si es correcta la suposicion de M.A.D

6. Si la suposicion fue erroneaq, planteo otro regimen y vuelvo al
punto 4 hasta encontrar un resultado acorde con la suposicion




POLARIZACION CON FUENTE UNICA
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